Tytut: Epitaksja supersieci InGaN na zrelaksowanych, porowatych podtozach GaN
Promotor: dr hab. inz. Grzegorz Muziot, prof. IWC PAN

Instytut: Instytut Wysokich Cisnien Polskiej Akademii Nauk

Jednostka organizacyjna: NL-14

WWW jednostki: https://www.unipress.waw.pl/mbe/en

Opis projektu [background; max 1500 znakdw ze spacjami]:

Projekt skupia sie na opracowaniu nowej generacji czerwonych mikrodiod
elektroluminescencyjnych (microLED) opartych na azotkach grupy Ill, zdolnych do
emisji Swiatta o dtugosci fali powyzej 570 nm przy zachowaniu wysokiej sprawnosci
oraz stabilnosci dtugosci fali. Kluczowg innowacjg jest zastosowanie supersieci
InGaN/InGaN jako obszaru aktywnego, osadzanych metodg epitaksji z wigzek
molekularnych wspomaganej plazmg (PA-MBE) na specjalnie zaprojektowanych
porowatych pseudopodtozach GaN. Takie rozwigzanie umozliwi ograniczenie
naprezen wynikajgcych z duzej roznicy statych sieciowych pomiedzy GaN i InN,
zwiekszenie zawartosci indu oraz poprawe jakosci strukturalnej materiatu. W ramach
projektu zostang przeprowadzone symulacje numeryczne, opracowane i
zoptymalizowane porowate pseudopodtoza, wykonane struktury LED i microLED o
réznych konfiguracjach supersieci oraz przeprowadzona ich kompleksowa
charakteryzacja strukturalna, optyczna i elektryczna. Oczekiwanym rezultatem bedzie
demonstracja wydajnych czerwonych microLED o stabilnej emisji, ktbre mogg znalez¢
zastosowanie w wyswietlaczach nowej generacji (AR/VR), optogenetyce, fototerapii,
czujnikach oraz systemach komunikacji optycznej. Projekt wniesie réwniez istotny
wkiad w rozwoj wiedzy dotyczacej inzynierii naprezen i struktur kwantowych w
materiatach azotkowych.

Cel projektu [max 500 znakow ze spacjamil:

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji czerwonych microLED opartych na
supersieciach InGaN/InGaN wzrastanych na porowatych pseudopodtozach GaN,
umozliwiajgcych emisje sSwiatta o dlugosci fali powyzej 570 nm przy wysokiej
sprawnosci i stabilnosci dtugos$ci fali. Osiggniecie tego celu pozwoli przezwyciezy¢
obecne ograniczenia technologii azotkowych Zrodet Swiatta i stworzy¢ podstawy dla
nowoczesnych zastosowan optoelektronicznych.

Wymagania:

e Tytut magistra fizyki lub pokrewnej specjalizacji (preferowana fizyka
potprzewodnikéw/fizyka ciata statego),

e mile widziane doswiadczenie w charakterystyce elektrycznej struktur diod LED
z azotku oraz dobra znajomos¢ programéw symulacyjnych (Silence, Nextnano).

e chec¢ zdobywania nowej wiedzy,

e umiejetnosc rozwigzywania roznorodnych wyzwan technicznych

e bardzo dobra znajomosc jezyka angielskiego.
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